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(54) 일렉트로 루미네센스 표시 장치 및 그 제조 방법

요약

EL 소자의 실효적인 발광 면적을 증대시켜, 고휘도를 실현한다. 또한, EL 소자의 발광 휘도를 유지하면서 그 수명을 연장

시킨다. 평탄화 절연막(22)의 표면에 요철을 형성한다. 양극(22)의 표면은 평탄화 절연막(22)의 요철을 반영하여 요철부가

형성된다. 홀 수송층(23), 발광층(24), 전자 수송층(25) 및 음극(26)은 양극(22) 위에 진공 증착법에 의해 형성된다. 홀 수

송층(23), 발광층(24), 전자 수송층(25) 및 음극(26)의 표면에는 양극(22)의 요철 형상이 반영된 결과, 각각 요철부가 형성

된다. 이에 따라, 발광층(24)의 실효적인 발광 면적 S1은 종래예의 S0에 비하여 증대한다.

대표도

도 5

색인어

평탄화 절연막, 발광층, 전자 수송층, 진공 증착법

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.
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도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치 및 그 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치의 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 12는 본 발명의 제2 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치 및 그 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 13은 본 발명의 제3 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치 및 그 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 14는 본 발명의 제3 실시예에 따른 일렉트로 루미네센스 표시 장치 및 그 제조 방법을 나타내는 단면도.

도 15는 종래의 EL 표시 장치의 일 화소의 평면도.

도 16은 도 13의 B-B선에 의한 단면도.

도 17은 유기 EL 소자의 수명과 전류 밀도의 관계를 도시한 도면.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

10 : 절연성 기판

11 : 게이트 전극

13 : 능동층

14 : 스토퍼 절연막

15 : 층간 절연막

16 : 드레인 전극

20 : 평탄화 절연막

20A : 요철부

21 : 컨택트홀

22 : 양극
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23 : 홀 수송층

24 : 발광층

25 : 전자 수송층

26 : 음극

30 : 제1 TFT

40 : 제2 TFT

130 : 절연막

131 : 포토레지스트

132 : 볼록부

133 : 평탄화 절연막

134 : 컨택트홀

135 : 양극

136 : 홀 수송층

137 : 발광층

138 : 전자 수송층

139 : 음극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 일렉트로 루미네센스 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

최근, 일렉트로 루미네센스(Electro Luminescence : 이하, 「EL」이라고 칭함) 소자를 이용한 EL 표시 장치가 CRT나

LCD를 대신하는 표시 장치로서 주목받고 있으며, 예를 들면 그 EL 소자를 구동시키는 스위칭 소자로서 박막 트랜지스터

(Thin Film Transistor : 이하, 「TFT」라고 칭함)를 구비한 EL 표시 장치의 연구 개발도 진행되고 있다.

도 15에 종래의 EL 표시 장치의 일 화소의 평면도를 도시하고, 도 16에 도 15의 B-B 선에 의한 단면도를 도시한다. 게이

트 전극(11)을 구비한 게이트 신호선(51)과, 드레인 신호선(52)과의 교점 부근에 유기 EL 소자 구동용 TFT를 구비하고

있다. 그 TFT의 드레인은 드레인 신호선(52)에 접속되어 있고, 또한 게이트는 게이트 신호선(51)에 접속되어 있고, 또한

소스는 EL 소자의 양극(61)에 접속되어 있다. 실제의 EL 표시 장치에서는 이 화소가 다수개 매트릭스 형상으로 배치되어

표시 영역을 구성하고 있다.
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표시 화소(110)는 유리나 합성 수지 등으로 이루어지는 기판 또는 도전성을 갖는 기판 혹은 반도체 기판 등의 기판(10) 위

에 TFT 및 유기 EL 소자를 순차적으로 적층 형성하여 이루어진다. 단, 기판(10)으로서 도전성을 갖는 기판 및 반도체 기

판을 이용하는 경우에는, 이들 기판(10) 위에 SiO2나 SiN 등의 절연막을 형성한 후에 TFT를 형성한다.

우선, 절연성 기판(10) 위에 크롬(Cr) 등의 고융점 금속으로 이루어지는 게이트 전극(11)을 형성하고, 그 위에 게이트 절연

막(12), 및 p-Si막으로 이루어지는 능동층(13)을 순차적으로 형성한다.

그 능동층(13)에는 게이트 전극(11) 상측의 채널(13c)과, 이 채널(13c) 양측에 채널(13c) 위의 스토퍼 절연막(14)을 마스

크로 하여 이온 도핑하고 다시 게이트 전극(11) 양측을 레지스트로 커버하여 이온 도핑하여 게이트 전극(11) 양측에 저농

도 영역과 그 외측에 고농도 영역의 소스(13s) 및 드레인(13d)이 형성되어 있다. 즉, 소위 LDD(Lightly Doped Drain) 구

조이다.

그리고, 게이트 절연막(12), 능동층(13) 및 스토퍼 절연막(14) 위의 전면에 SiO2막, SiN막 및 SiO2막의 순서로 적층된 층

간 절연막(15)을 형성하고, 드레인(13d)에 대응하여 형성한 컨택트홀에 Al 등의 금속을 충전하여 드레인 전극(16)을 형성

한다. 또한 전면에 예를 들면 유기 수지로 이루어지며 표면을 평탄하게 하는 평탄화 절연막(17)을 형성한다.

그리고, 그 평탄화 절연막(17)의 소스(13s)에 대응한 위치에 컨택트홀을 형성하고, 이 컨택트홀을 통해 소스(13s)와 컨택

트한 ITO(Indium Tin Oxide)로 이루어지는 소스 전극(18)을 겸한, 양극(61)을 평탄화 절연막(17) 위에 형성한다. 양극

(61)은 ITO(Indium Tin Oxide) 등의 투명 전극으로 이루어진다. 이 양극(61) 위에 EL 소자(60)를 형성한다.

유기 EL 소자(60)는 일반적인 구조로서, 양극(61), MTDATA(4, 4-bis(3-methylphenylphenylamino) biphenyl)로 이루

어지는 제1 홀 수송층, TPD (4, 4, 4-tris(3-methylphenylphenylamino) triphenylanine)로 이루어지는 제2 홀 수송층으

로 이루어지는 홀 수송층(62), 퀴나크리돈(Quinacridone) 유도체를 포함하는 Bebq2(10-벤조〔h〕퀴놀리놀베리륨 착체)

로 이루어지는 발광층(63), 및 Bebq2로 이루어지는 전자 수송층(64), 마그네슘·인듐 합금 혹은 알루미늄, 혹은 알루미늄

합금으로 이루어지는 음극(65)이 이 순서로 적층 형성된 구조이다.

유기 EL 소자(60)는 상기한 구동용 TFT를 통해 공급되는 전류에 의해 발광한다. 즉, 양극(61)으로부터 주입된 홀과, 음극

(65)으로부터 주입된 전자가 발광층 내부에서 재결합하고, 발광층을 형성하는 유기 분자를 여기하여 여기자가 발생한다.

이 여기자가 방사하여 비활성화되는 과정에서 발광층(63)으로부터 빛이 발하고, 이 빛이 투명한 양극(61)으로부터 투명

절연 기판을 통해 외부로 방출되어 발광한다.

또, 상술한 기술은 예를 들면 특개평11-283182호 공보에 기재되어 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

유기 EL 소자(60)의 발광 면적 S는 도 16에 도시한 바와 같이, 양극(61) 위에 형성된 발광층(63)의 평면적인 면적에 의해

규정된다. 따라서, 발광 면적 S0이 클수록 유기 EL 소자(60)의 휘도는 커진다. 그러나, 발광 면적 S를 크게 하는 것은 화소

면적의 증대를 초래하여, 고정밀화를 저해하는 문제가 있다.

한편, 유기 EL 소자(60)의 수명, 즉 발광 휘도가 소정 휘도 이하로 감쇠할 때까지의 시간은, 도 17에 도시한 바와 같이 유

기 EL 소자(60)에 흐르는 전류의 전류 밀도가 낮을수록 길어진다. 그러나, 전류 밀도를 낮추면 유기 EL 소자(60)의 휘도도

저하한다는 문제가 있었다.

그래서, 본 발명의 목적은 화소 면적의 증대를 초래하지 않고 유기 EL 소자(60)의 실효적인 발광 면적을 증대시켜, 고휘도

를 실현하는 것이다. 또한, 본 발명의 다른 목적은 유기 EL 소자(60)의 발광 휘도를 유지하면서 그 수명을 연장시키는 것이

다.

발명의 구성 및 작용

본 발명은 상기 종래 기술의 과제를 감안하여 이루어진 것으로, 그 특징으로 하는 점은 유기 EL 소자의 발광층의 표면에

요철부를 형성하여, 그 실효적인 표면적을 증대시키는 것이다.
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이에 따라, 본 발명의 EL 표시 장치는, 종래예의 요철부가 없는 유기 EL 소자와 동일한 평면적인 면적을 갖고 있어도, 표면

의 요철에 의해 실효적인 발광 면적이 증대하므로, 유기 EL 소자의 발광 휘도를 높일 수 있다. 또한, 본 발명의 EL 표시 장

치는 종래예와 비교하여 소정의 발광 휘도를 얻기 위한 전류 밀도를 감소시킬 수 있으므로, 발광 휘도를 유지하면서 그 수

명을 연장시킬 수 있게 된다.

또한, 유기 EL 소자의 발광층에 요철부를 형성하는 방법에 대하여 개설(槪說)하면, 이하와 같다.

구동용 TFT를 피복하고 있는 평탄화 절연막의 표면을 거칠게 하는 것, 즉 요철부를 형성함으로써, 그 평탄화 절연막 상층

에 적층되는 유기 EL 소자의, 양극, 발광층, 음극 등은 그 요철을 반영하여 요철부가 형성된다. 평탄화 절연막의 표면에 요

철부를 형성하는 방법으로는, 예를 들면 ① 하프 노광을 이용하는 방법, ② 기재(基材)의 패터닝에 의해 절연막의 요철부를

형성한 후에 평탄화 절연막을 형성하는 방법이 적합하다.

이어서, 본 발명의 실시예에 대하여 도면을 참조하면서 상세히 설명하겠다.

(제1 실시예)

이하, 제1 실시예에 대하여 도 1∼도 5를 참조하면서 설명한다. 또, 도 15, 도 16과 동일한 구성 부분에 대해서는 동일한

부호를 붙인다.

도 1에 도시한 바와 같이, 절연성 기판(10) 위에 TFT를 형성한다. 즉, 절연성 기판(10) 위에 크롬(Cr) 등의 고융점 금속으

로 이루어지는 게이트 전극(11)을 형성하고, 그 위에 게이트 절연막(12), 및 p-Si막으로 이루어지는 능동층(13)을 순차적

으로 형성한다.

그 능동층(13)에는 게이트 전극(11) 상측의 채널(13c)과, 이 채널(13c)의 양측에, 채널(13c) 위의 스토퍼 절연막(14)을 마

스크로 하여 이온 도핑하고 또한 게이트 전극(11)의 양측을 레지스트로써 커버하여 이온 도핑하여 게이트 전극(11) 양측

에 저농도 영역과 그 외측에 고농도 영역의 소스(13s) 및 드레인(13d)이 형성되어 있다. 즉, 소위 LDD(Lightly Doped

Drain) 구조이다.

그리고, 게이트 절연막(12), 능동층(13) 및 스토퍼 절연막(14) 위의 전면에, SiO2막, SiN막 및 SiO2막의 순서로 적층된 층

간 절연막(15)을 형성하고, 드레인(13d)에 대응하여 형성한 컨택트홀에 Al 등의 금속을 충전하여 드레인 전극(16)을 형성

한다. 그리고, 감광성 수지로 이루어지는 평탄화 절연막(20)(예를 들면, 니혼 합성 고무제 JSR-315)을 형성한다(이상, 도

1 참조).

이어서, 도 2에 도시한 바와 같이 평탄화 절연막(20) 표면에 하프 노광을 행하고, 현상 처리를 실시함으로써, 이 평탄화 절

연막(20)의 표면이 거칠어지고, 다수의 요철부(20A)가 형성된다. 여기서, 하프 노광은 평탄화 절연막(20)에 후술하는 컨

택트홀을 형성할 때의 통상 노광에 비하여 20%∼40%의 노광량의 노광이다.

이어서, 도 3에 도시한 바와 같이, TFT의 소스(13s) 위에 컨택트홀(21)을 형성한다. 이 공정은 TFT의 소스 s에 대응하는

영역에 개구부를 갖는 마스크(도시되지 않음)를 이용하여, 통상의 100% 노광을 행하고, 현상 처리에 의해 해당 개구부의

평탄화 절연막(20)을 제거한 후 에칭에 의해, 평탄화 절연막(15)을 선택적으로 제거하여, TFT의 소스(13s)의 표면을 노출

시킨다.

이어서, 도 4에 도시한 바와 같이 ITO로 이루어지는 양극(22)을 평탄화 절연막(22) 위에 형성한다. 양극(22)은 컨택트홀

(21)을 통해 TFT의 소스 s와 접속되도록 패터닝된다. 그러면, 양극(22)의 표면은 평탄화 절연막(22)의 요철을 반영하여,

요철부가 형성된다.

이어서, 도 5에 도시한 바와 같이 요철부가 형성된 양극(22) 위에 MTDATA (4, 4-bis(3-methylphenylphenylamino)

biphenyl)로 이루어지는 제1 홀 수송층, TPD(4, 4, 4-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylanine)로 이루어지는

제2 홀 수송층으로 이루어지는 홀 수송층(23), 퀴나크리돈(Quinacridone) 유도체를 포함하는 Bebq2(10-벤조〔h〕퀴놀

리놀베리륨 착체)로 이루어지는 발광층(24), 및 Bebq2로 이루어지는 전자 수송층(25), 마그네슘·인듐 합금 혹은 알루미

늄, 혹은 알루미늄 합금으로 이루어지는 음극(26)이 이 순서로 적층 형성된다. 이들 홀 수송층(23), 발광층(24), 전자 수송
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층(25) 및 음극(26)은 샤도우 마스크를 이용한 진공 증착법에 의해 형성된다. 도 5에서, 발광층(24)은 화소마다 양극(24)

위에 형성되고, 그 밖의 홀 수송층(23), 전자 수송층(25) 및 음극(26)에 대해서는 EL 표시 장치의 표시 영역 전체에 형성되

어 있다.

이에 따라, 홀 수송층(23), 발광층(24), 전자 수송층(25) 및 음극(26) 표면에는 양극(22)의 요철 형상이 반영된 결과, 각각

요철부가 형성된다. 이에 따라, 발광층(24)의 실효적인 발광 면적 S1은 종래예의 S0과 비교하여 증대한다. 이 때문에, 단

위 면적당 전류 밀도가 동일하면 그 만큼, 휘도 K는 그 비(S1/S0)만큼 증가하게 된다. 또한, 발광 휘도 K가 동일하면, 전류

밀도는 (S0/S1)의 비로 감소한다. 이 때문에, 유기 EL 소자의 수명은 그 만큼 연장된다(도 17 참조).

이상적으로는 발광층(24)의 요철부가 반구면인 경우에 발광 면적은 최대가 된다. 그것은, 요철이 없는 경우와 비교하여 2

배의 발광 면적의 증가로 된다. 그 이유는, 구의 반경을 r로 하면 하나의 볼록부(또는 오목부)의 표면적은 2πr2이고, 원의

면적은 πr2이므로, 2배의 표면적의 증가로 되기 때문이다. 그 경우, 예를 들면 유기 EL 소자의 수명은 4배가 된다.

(제2 실시예)

이하, 제2 실시예에 대하여 도 6∼도 12를 참조하면서 설명한다. 또, 도 15,도 16과 동일한 구성 부분에 대해서는 동일한

부호를 붙인다.

도 6에, 절연성 기판(10) 위에 TFT, 층간 절연막(15), 드레인 전극(16)을 형성한다. 여기까지의 공정은 제1 실시예와 마찬

가지이다.

이어서, 도 7에 도시한 바와 같이, 절연막(130)(예를 들면 SiO2막)을 CVD법 등에 의해 형성하고, 이 절연막(30) 위에 다수

의 섬 형상으로 패터닝된 포토레지스트(131)를 형성한다.

그리고, 이 포토레지스트(131)를 마스크로 하여 절연막(30)을 에칭하고, 포토레지스트(131)를 제거하면, 도 8에 도시한

바와 같이 층간 절연막(15)에 절연막으로 이루어지는 다수의 볼록부(132)가 형성된다.

이어서, 도 9에 도시한 바와 같이 유기 수지로 이루어지는 평탄화 절연막(133)을 형성한다. 이 평탄화 절연막(133)의 표면

은 기재의 다수의 볼록부(32)를 반영하여, 다수의 요철부가 형성된다.

이어서, 도 10에 도시한 바와 같이 평탄화 절연막(133) 및 층간 절연막(15)을 선택적으로 에칭하여, TFT의 소스 s 위에

컨택트홀(134)을 형성한다. 그리고, 도 11에 도시한 바와 같이, ITO로 이루어지는 양극(22)을 평탄화 절연막(22) 위에 형

성한다. 양극(22)은 컨택트홀(21)을 통하여 TFT의 소스 s와 접속되도록 패터닝된다. 그러면, 양극(135)의 표면은 평탄화

절연막(135)의 요철을 반영하여, 요철부가 형성된다.

이어서, 도 12에 도시한 바와 같이, 요철부가 형성된 양극(135) 위에, 제1 실시예와 마찬가지로, 유기 EL 소자의 홀 수송층

(136), 발광층(137), 전자 수송층(138) 및 음극(139)이 샤도우 마스크를 이용한 진공 증착법에 의해 형성된다. 도 12에서,

발광층(137)은 화소마다 양극(135) 위에 형성되고, 그 밖의 홀 수송층(136), 전자 수송층(138) 및 음극(139)에 대해서는

EL 표시 장치의 표시 영역 전체에 형성되어 있다.

이에 따라, 유기 EL 소자의 홀 수송층(136), 발광층(137), 전자 수송층(138) 및 음극(139)의 표면에는 양극(135)의 요철

형상이 반영되는 결과, 각각 요철부가 형성된다. 따라서, 제1 실시예와 마찬가지로 발광층(137)의 실효적인 발광 면적 S2

는 종래예의 S0와 비교하여 증대한다.

(제3 실시예)

상술한 제1, 제2 실시예에서는 하나의 TFT(유기 EL 소자 구동용 TFT)를 포함하는 표시 화소로 이루어지는 표시 장치에

의 적용 예에 대하여 설명했지만 본 발명은 이것에 한정되지 않으며, 2개의 TFT(스위칭용 TFT, 구동용 TFT)를 포함하는

표시 화소로 이루어지는 표시 장치에 대해서도 마찬가지로 적용할 수 있는 것이다. 그래서, 이하에 이러한 제3 실시예에

대하여 도면을 참조하면서 설명한다.

도 13에 유기 EL 표시 장치의 표시 화소 부근을 나타내는 평면도를 도시하고, 도 14의 (a)에 도 13의 A-A 선에 의한 단면

도를 도시하고, 도 14의 (b)에 도 13의 B-B 선에 의한 단면도를 도시한다.
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도 13 및 도 14에 도시한 바와 같이, 게이트 신호선(51)과 드레인 신호선(52)에 둘러싸인 영역에 표시 화소(111)가 형성되

어 있으며, 매트릭스 형상으로 배치되어 있다.

이 표시 화소(111)에는 자발광 소자인 유기 EL 소자(60)와, 이 유기 EL 소자(60)에 전류를 공급하는 타이밍을 제어하는

스위칭용 TFT(30)와, 유기 EL 소자(60)에 전류를 공급하는 구동용 TFT(40)와, 유지 용량이 배치되어 있다. 또, 유기 EL

소자(60)는 제1 전극인 양극(61)과 발광 재료로 이루어지는 발광 소자층과, 제2 전극인 음극(63)으로 이루어져 있다.

즉, 이들 신호선(51, 52)의 교점 부근에는 스위칭용 TFT인 제1 TFT(30)가 구비되어 있고, 그 TFT(30)의 소스(33s)는 유

지 용량 전극선(54)과의 사이에서 용량을 이루는 용량 전극(55)을 겸임함과 함께, EL 소자 구동용 TFT인 제2 TFT(40)의

게이트(41)에 접속되어 있고, 제2 TFT의 소스(43s)는 유기 EL 소자(60)의 양극(61)에 접속되며, 다른 쪽의 드레인(43d)

은 유기 EL 소자(60)에 공급되는 전류원인 구동 전원선(53)에 접속되어 있다.

또한, 게이트 신호선(51)과 병행하여 유지 용량 전극선(54)이 배치되어 있다. 이 유지 용량 전극선(54)은 크롬 등으로 이루

어져 있고, 게이트 절연막(12)을 통하여 TFT의 소스(33s)와 접속된 용량 전극(55)과의 사이에서 전하를 축적하여 용량을

이루고 있다. 이 유지 용량(56)은 제2 TFT(40)의 게이트 전극(41)에 인가되는 전압을 보유하기 위해 형성되어 있다.

도 14에 도시한 바와 같이, 유기 EL 표시 장치는 유리나 합성 수지 등으로 이루어지는 기판 또는 도전성을 갖는 기판 혹은

반도체 기판 등의 기판(100) 위에 TFT 및 유기 EL 소자를 순차적으로 적층 형성하여 이루어진다. 단, 기판(100)으로서 도

전성을 갖는 기판 및 반도체 기판을 이용하는 경우에는 이들 기판(100) 위에 SiO2나 SiN 등의 절연막을 형성한 후에 제1,

제2 TFT 및 유기 EL 소자를 형성한다. 어느 것의 TFT도 게이트 전극이 게이트 절연막을 통하여 능동층의 상방에 있는 소

위 톱 게이트 구조이다.

우선, 스위칭용 TFT인 제1 TFT(30)에 대하여 설명한다.

도 14의 (a)에 도시한 바와 같이, 석영 유리, 무알카리 유리 등으로 이루어지는 절연성 기판(10) 위에 비정질 실리콘막(이

하, 「a-Si막」이라고 칭함)을 CVD법 등으로써 성막하고, 그 a-Si막에 레이저광을 조사하여 용융 재결정화시켜 다결정

실리콘막(이하, 「p-Si막」이라고 칭함)으로 하고, 이것을 능동층(33)으로 한다. 그 위에, SiO2막, SiN막의 단층 혹은 적

층체를 게이트 절연막(32)으로서 형성한다. 또한 그 위에, Cr, Mo 등의 고융점 금속으로 이루어지는 게이트 전극(31)을 겸

한 게이트 신호선(51) 및 Al로 이루어지는 드레인 신호선(52)을 구비하고 있으며, 유기 EL 소자의 구동 전원이며 Al로 이

루어지는 구동 전원선(53)이 배치되어 있다.

그리고, 게이트 절연막(32) 및 능동층(33) 위의 전면에는 SiO2막, SiN막 및 SiO2막의 순서로 적층된 층간 절연막(115)이

형성되어 있고, 드레인(33d)에 대응하여 형성한 컨택트홀에 Al 등의 금속을 충전시킨 드레인 전극(36)이 형성되고, 또한

전면에 유기 수지로 이루어지며 표면을 평탄하게 하는 평탄화 절연막(17)이 형성되어 있다.

이어서 유기 EL 소자의 구동용 TFT인 제2 TFT(40)에 대하여 설명한다. 도 14의 (b)에 도시한 바와 같이, 석영 유리, 무

알카리 유리 등으로 이루어지는 절연성 기판(10) 위에 a-Si막에 레이저광을 조사하여 다결정화하여 이루어지는 능동층

(43), 게이트 절연막(112), 및 Cr, Mo 등의 고융점 금속으로 이루어지는 게이트 전극(41)이 순차적으로 형성되어 있고, 그

능동층(43)에는 채널(43c)과, 이 채널(43c)의 양측에 소스(43s) 및 드레인(43d)이 형성되어 있다. 그리고, 게이트 절연막

(12) 및 능동층(43) 위의 전면에 SiO2막, SiN막 및 SiO2막의 순서로 적층된 층간 절연막(115)을 형성하고, 드레인(43d)에

대응하여 형성한 컨택트홀에 Al 등의 금속을 충전하여 구동 전원에 접속된 구동 전원선(53)이 배치되어 있다. 또한 전면에

예를 들면 유기 수지로 이루어지며 표면을 평탄하게 하는 평탄화 절연막(17)을 구비하고 있다. 그리고, 이 평탄화 절연막

(117) 표면에 요철이 형성되어 있다.

그리고, 이 평탄화 절연막(17)의 소스(43s)에 대응한 위치에 컨택트홀을 형성하고, 이 컨택트홀을 통하여 소스(43s)와 컨

택트한 ITO로 이루어지는 투명 전극, 즉 유기 EL 소자(160)의 양극(161)을 평탄화 절연막(17) 위에 형성하고 있다. 이 양

극(161)은 각 표시 화소마다 섬 형상으로 분리 형성되어 있다. 그리고, 양극(161)의 표면은 평탄화 절연막(115)의 요철을

반영하여, 요철부가 형성된다.

이어서, 도 14에 도시한 바와 같이 요철부가 형성된 양극(161) 위에 홀 수송층(162), 발광층(163), 전자 수송층(164) 및

음극(165)이 샤도우 마스크를 이용한 진공 증착법에 의해 형성된다.
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이에 따라, 홀 수송층(162), 발광층(163), 전자 수송층(164) 및 음극(165)의 표면에는 양극(161)의 요철 형상이 반영된 결

과, 각각 요철부가 형성된다. 따라서, 발광층(163)의 실효적인 발광 면적이 증대한다.

발명의 효과

본 발명의 표시 장치 및 표시 장치의 제조 방법에 따르면, EL 소자의 발광층의 표면에 요철부를 형성하여, 그 실효적인 표

면적을 증대시키고 있으므로, 화소 면적의 증대를 초래하지 않고 유기 EL 소자(60)의 실효적인 발광 면적을 증대시켜, 고

휘도를 실현할 수 있다. 또한, EL 소자의 발광 휘도를 유지하면서 그 수명을 연장시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판 위에 형성된 박막 트랜지스터와,

상기 박막 트랜지스터를 피복하는 층간 절연막과,

상기 층간 절연막 상의 평탄화 절연막과,

상기 층간 절연막 및 상기 평탄화 절연막에 형성된 컨택트홀을 통하여 상기 박막 트랜지스터의 소스 또는 드레인과 접속된

양극과,

상기 양극 위에 형성된 발광층과,

상기 발광층 위에 형성된 음극을 포함하는 일렉트로 루미네센스 표시 장치로서,

하프 노광 및 현상 처리를 실시함으로써 상기 평탄화 절연막의 표면에 형성된 요철을 반영하여 상기 발광층의 표면에 요철

부가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 일렉트로 루미네센스 표시 장치.

청구항 2.

기판 위에 박막 트랜지스터를 형성하는 공정과,

상기 박막 트랜지스터 위에 감광성 재료로 이루어지는 평탄화 절연막을 형성하는 제1 공정과,

상기 평탄화 절연막의 전면에 하프 노광 및 현상 처리를 실시함으로써 상기 평탄화 절연막의 표면에 요철부를 형성하는 제

2 공정과,

상기 평탄화 절연막 위에 상기 박막 트랜지스터의 드레인에 대응하는 위치에 개구부를 갖는 포토레지스트를 형성하는 제3

공정과,

통상 노광 및 현상 처리를 실시함으로써 상기 평탄화 절연막에 컨택트홀을 형성하는 제4 공정과,

상기 컨택트홀을 통하여 상기 박막 트랜지스터의 소스 또는 드레인과 접속되는 양극을 형성하는 제5 공정과,

상기 양극 위에 발광층을 형성하는 제6 공정과,

상기 발광층 위에 음극을 형성하는 제7 공정을 포함하며,
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상기 양극, 상기 발광층 및 상기 음극의 표면에 요철부가 형성되도록 한 것을 특징으로 하는 일렉트로 루미네센스 표시 장

치의 제조 방법.

청구항 3.
삭제

청구항 4.
삭제

도면

도면1

도면2

도면3
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도면4

도면5

도면6

도면7
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도면8

도면9

도면10

도면11
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도면12

도면13
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도면14

도면15
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도면17
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专利名称(译) 电致发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR100564197B1 公开(公告)日 2006-03-28

申请号 KR1020030013306 申请日 2003-03-04

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社
山洋电气株式会社

申请(专利权)人(译) 三洋电机有限公司是分租

当前申请(专利权)人(译) 三洋电机有限公司是分租

[标]发明人 NISHIKAWA RYUJI

发明人 NISHIKAWA,RYUJI

IPC分类号 H05B33/00 H01L51/50 H01L27/32 H01L51/52 H05B33/10 H05B33/26

CPC分类号 H01L27/3258 H01L51/5209 H01L51/5262 H05B33/26

代理人(译) LEE，JUNG HEE
CHU，晟敏

优先权 2002057166 2002-03-04 JP

其他公开文献 KR1020030072247A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

电致发光单元的有效发射面积增加。实现高亮度。而且，在保持电致发
光元件的发光亮度的同时延长寿命。凹凸形成在平坦化绝缘层（22）的
表面上。平坦化绝缘层（22）的凹凸的不平坦部分被反射形成在阳极
（22）的表面上。空穴传输层（23），发光层（24），电子传输层
（25）和阴极（26）通过真空沉积法在阳极（22）上形成。空穴传输层
（23），发光层（24），以及阴极（26）和电子传输层（25）的表面可
以设置有相应的不平坦部分，阳极的凹凸形状（22）被反映出来。因
此，与迄今为止的例子的S0相比，发光层（24）的有效发光面积S1增
加。平坦化绝缘层，发光层，电子传输层，真空沉积方法。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4a1cb8aa-380d-43ab-8290-0880a1beba55
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/028034813/publication/KR100564197B1?q=KR100564197B1

